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Questao 1: [4,0 pontos] Dado o circuito a seguir: (a) determine Vgsq, Ipsq € Vpsq dos
dois transistores, supondo operagao na regiao de saturacdo; (b) verifique se o amplificador
realmente opera na regido de saturacdo. Dados: V1=4V; K=23,64; Va—o0; Xc(m=0)—>c0.
Fonte: http://www.tubecad.com/2009/09/blog0172.htm.
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Questao 2: [4,0 pontos] Dado o amplificador da questdo anterior, no qual € incluido um
capacitor entre a terra e o ponto de ligacdo entre os resistores de 1M-20k-25,2k: (a)
apresente o modelo de pequenos sinais; (b) determine a impedancia de entrada; (c)

determine o ganho de tensao.

Questio 3: [2,0 pontos] Implemente a funcéo légica: S = A(B +C)



FORMULARIO

MOSFET refor¢o (enriquecimento, acumulagao, intensificacao):
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